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0>7) Abstract: i he mvention relates 10 a magnclorcsistivc semiconducior clement comprising a first contact ( 1 ). a second contact 
' a ™ a Iaycr wh,ch ,s ,ocmct ' between the first and second contact and which consists of a non-ma«nelic semiconductor 
whereby the first contact (1, is made of a semimagnclic material. Highly paramagnetic materials, whose electron spins have no 
predominant dtrecuon when they are not influenced by an external magnetic field, arc used as the semimaenelk material The 
influencing exened by an external magnetic field causes the electrons in the first contact ( 1 ) to become spin-polarized. This is effected 
by the application ol a voltage lor injecting spin polarized electrons into the non-maenetic semiconductor (2). As a result mcishw- 
one of the spin channels can be used in the non-magnetic semiconductor in order to transport charse carriers wherebv obtaining a 
positive magnetoresistivc effect. " e 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindunc betriffi ein magnctoresistives Malblciterelemenl. umfassend einen erslen Kontakl 1 und ci- 
nen zwcitcn kontakt J: sow.eeine zwischen erstcm und zweilem Kontakt anccordnete Schicht 2 cines nicht maenelischcn Halblcitcrs 
wobei dererste Kontakt 1 aus einem semimagnctischen Material bestcht. AIs semimacnctischcs Material we"rden stark parama<-nc- 
t.schc Matenalien verwendet, dercn Elektroncnspins ohne eine Wirkung cines aulieren Magnelfeldes keinc Vorzugsrichiung * 
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aui'weisen. Unler Bnwirkung cines auBcren Magnctfeldes werden die Filektronen im ersicn Koniakl 1 spinpolarisiert. Mierdurch 
komml es bci Anlegen eincr Spannung zur Injcklion spinpolarisiericr Hlektronen in den njchimaiMiclischen Halbleiter 2. Dudurch 
kann im nichimagnctischcn Halbleiter nur noch eincr der Spinkaniile fur den Transport der Ladungsirager verwendet werden. so dass 
ein posilivcr magnetoresistiver ElTcki erhallcn wird. 



